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Pfedmé&tem vyndlezu je vicevrstvd viko-
novd polovodi€ova struktura Fizend svétlem,
napfriklad optotyristor.

Fotocitlivd oblast je vytvofena okénkem
v kontaktu emitorové vrstvy v mistd chybs-
jiciho mikrosvodu pravidelné hexagondlni
sité mikrosvodd, pli€emZ mikrosvody nej-
bliz81 k fotocitlivé oblasti jsou umistény
pod kontaktem pomocné elektrody, kterd je
oddélena od Kkatodové elektrody neSunto-
vanou a nekontaktovanou emitorovou vrst-
vou ve tivaru mezikruZi.
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3

Vynalez se tyka vicevrstvé vykonové po-
lovoditové struktury iizené svétlem, napii-
klad optotyristoru.

Dosud zndma FeSeni polovoditovych struk-
tur Fizenych svétlem pouZivaji riznych kon-
struk&nich principl feSeni fotocitlivé oblasti
pro zajistdni wvysoké citlivosti ke spinédni
svétlem a vyhovujicich dynamickych para-
metrd, z nichZ nejd@leZit&j8§imi jsou odol-
nost vidi strmosti nérdstu blokovaciho na-
pétni du/dt a odolnost vigi strmosti ndrtstu
propustného proudu di/dt. Mezi jednoduché
Zzndmé Feleni konstrukce fotocitlivé oblasti
patii feSeni 's emitorovou vrstvou plekryva-
jici povrch celé katodové strany vykonové
polovoditové struktury, vEetné& nekontakto-
vané fotocitlivé oblasti. ,

Znadmé konstrukce nezajiStuji dostatetné
rychlé rozSifovdni sepnuté oblasti a tech-
nologicky jsou znafné narotne.

Podstata teSeni vicevrstvé vykonové po-

lovodigové struktury Fizené svétlem podle

vyndlezu spo¢ivd v tom, Ze fotocitlivd ob-
last je wytvofena okénkem v kontaktu emi-
torové vrstvy v misté chybgjictho mikrosvo-
du pravidelné hexagondini sité mikrosvodi,
pritemZ mikrosvody nejblizsi k fotocitlive
oblasti jsou umistény pod kontaktem po-
mocné elektrody, oddélené od katodové
elektrody neSuntovanou a nekontaktovanou
emitorovou vrstvou ve tvaru mezikruZi.
Reseni podle vyndlezu vyuZivd emitorovou
vrstvu s jednoduchou hexagondlni (trojdhel-
nikovou) siti mikrosvod. Ve fotocitlivé ob-
lasti ma zvySeny geometricky faktor, aby
p¥i prekroteni mezni hodnoty strmosti na-

4

riistu blokovaciho napsti du/dt, nebo pri
méreni vypinaci doby doSlo k sépnuti v ¥-
dici oblasti, kde je dostateénd odolnost
struktury viiéi vzniku poruch. Z hlediska
ndkterych dynamickych parametrt, jako je
vypinaci doba, se zvySeni geometrického
faktoru prili§ neuplatni — zvy8i se vSak
znatnd citlivost ke spin&ni svétlem. Pro
dokonalé zesileni Fidiciho signdlu p¥énym
elektrickym polem emitorové vrstvy jsou
mikrosvody, nejbliz§i k fotocitlivé oblasti
pod kontaktem pomocné elektrody ve tvaru
mezikruZi a tato pomocnd elektroda je od-
délena od katodového kontaktu neSuntova-
nou emitorovou vrstvou opdt ve tvaru me-
zikruZi. Timto uspofddanim je zajiSténa vy-
sokd odolnost struktury vadi di/dt.
Piiklad FeSeni &tyfvrstvé vykonové polo-
voditové struktury optotyristoru podle vyna-
lezu je na pfiloZeném vykresu, kde na obr.
1 je maska emitorové vrstvy a na obr. 2 je

‘plosné uspofadani fotocitlivé oblastl s kon-

taktem pomocné elektrody a katody. Emito-
rovd vrstva N* vytvoPend podle masky na
obr. 1 obsahuje pravidelnou hexagonélni
(trojuhelnikovou) sit mikrosvoddl 1 s chybg-
jicim jednim mikrosvodem uprostfed struk-
tury. V mist8 chybé&jiciho mikrosvodu je
okénko 2 v kontaktu emitorové vrstvy. Za-
Zend emitorova vrstva pod okénkem 2 pfed-’
stavuje fotocitlivou oblast. Mikrosvody 3,
které jsou nejbliZe fotocitlivé oblasti, jsou
umistény pod kontaktem pomocné elektrody
4, kterd je oddslena od katodové elektrody
B neduntovanou a nekontaktovanou emito-
rovou vrstvou 5 ve tvaru mezikruZi.

PREDMET VYNALEZU

Vicevrstvd vykonova polovodiCovd struk-
tura Fizend svétlem, vyznadend tim, Ze foto-
citlivd oblast je vytvoFena okénkem (2] v
kontaktu emitorové vrstvy, v misté chybé-
jlctho mikrosvodu pravidelné hexagonalni
sité mikrosvod (1), pfifemZ mikrosvody

(3) nejblizsi k fotocitlivé oblasti jsou umis-
tény pod kontaktem pomocné elektrody (4],
odd&lené od katodové elektrody (6) neSun-
tovanou a nekontaktovanou emitorovou vrst-
vou (5) ve tvaru mezikruZi.
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